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4.12  ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าต่อวนัของแผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด Polycrystalline  
 silicon ท่ีมุมเอียง 45 องศา 77 
4.13 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด Polycrystalline silicon  
 ท่ีมุมเอียง 45 องศา 78 
4.14 เปรียบเทียบการผลิตพลงังานไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด Polycrystalline silicon         
 ใน 1 ปี ท่ีมุมเอียง 15, 30 และ 45 องศา กบัพื้นราบ 79 
4.15 ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าต่อวนัของแผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด Amorphous  
 silicon ท่ีมุมเอียง 15 องศา 81 
4.16 ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำต่อปีของแผงเซลลแ์สงอำทิตยช์นิด Amorphous silicon   
 ท่ีมุมเอียง 15 องศำ 82 
4.17 ปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าต่อวนัของแผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด Amorphous  
 silicon ท่ีมุมเอียง 30 องศา 84 
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4.18    ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำต่อปีของแผงเซลลแ์สงอำทิตยช์นิด Amorphous silicon  

ท่ีมุมเอียง 30 องศำ               85 
4.19    ปริมำณกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำต่อวนัของแผงเซลลแ์สงอำทิตยช์นิด Amorphous silicon  
           ท่ีมุมเอียง 45 องศำ              87 
4.20    ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำต่อปีของแผงเซลลแ์สงอำทิตยช์นิด Amorphous silicon   
           ท่ีมุมเอียง 45 องศำ               88 
4.21    เปรียบเทียบกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำของเซลลแ์สงอำทิตยช์นิด Amorphous silicon            
           ใน 1 ปี ท่ีมุมเอียง 15, 30 และ 45 องศำ กบัพื้นรำบ           89 
4.22    พลงังำนไฟฟ้ำท่ีแผงทั้ง 3 ชนิด สำมำรถผลิตได ้           90 
4.23    ขอ้มูลกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำของเซลลแ์สงอำทิตยท่ี์ไดจ้ำกกำรทดลอง         92 
4.24    ขอ้มูลกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำของเซลลแ์สงอำทิตยท่ี์ไดจ้ำกกำรค ำนวณ 
           โดยโปรแกรม PVSYST              93 
4.25    กำรเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรทดลอง            94 
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ประมวลศัพท์และค าย่อ 

 
GlobHor  = ควำมสำมำรถในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำบริเวณพื้นท่ีติดตั้ง 
    แผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(วตัตต่์อตำรำงเมตร)  

PV-array Loss  = กำรสูญเสียพลงังำนท่ีเกิดข้ึนจำกแผง (วตัต)์  
System Loss  = กำรสูญเสียพลงังำนจำกอินเวอรเตอร์ (วตัต)์ 
E Output  = ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีสำมำรถน ำไปใชง้ำน (วตัต)์  
E Effic   = พลงังำนท่ียงัไม่คิดค่ำกำรสูญเสียของระบบ (วตัต)์ 
E ArrMPP  = พลงังำนท่ีไดเ้ม่ือคิดกำรสูญเสียท่ีเกิดจำกแผง (วตัต)์ 
E OutInv  = พลงังำนท่ีไดเ้ม่ือคิดกำรสูญเสียท่ีเกิดจำกแผงและ 
    อินเวอรเตอร์ (วตัต)์ 
 
 
 


